
Modell 1250U
VISHAY

.v.,
{ 

Transoucers / Single Point Wägezelle

Vishay Tedea-H untleigh

OIML R60-Prüfbericht!

Wägezellen für exzentrische Last
Serie 1000
Modell 1250

Hauptmerkmale
I Nennlasten von 50...1000 kg

r Plattformgrößen bis 60 x 60 cm

r zusammengesetzter Fehler 0,03/0,02 % v. Nennwert

r OIML R60-Prüfbericht bis 500 kg Nennlast

I Ex-Zulassung

r 6-Leiter-Technik

Kurzbeschreibung
Die Bezeichnung für,,exzentrische Lasteinleitung" gibt man Wägezel-
len, welche die einzigartige Fähigkeit besitzen exakt das Gewicht von

Lasten zu bestimmen, auch wenn der Schwerpunkt der Last außerhalb

der Mitte der Wägezelle liegt. Bei herkömmlichen mechanischen Waa-
gen wird dies durch ein Parallelogramm verwirklicht, as aberzahlrei-
che mechanische Teile benötigt (Hybridsystem).

lm Gegensatz dazu entfallen bei Venrvenden dieser Wägezellen der

Serie 1000 alle zusätzlichen Elemente, da sie die Eigenschaft des Para-

lelogramms bereits durch ihre mechanische Konstruktion in sich

vereinigen. Dadurch ergibt sich eine erhebliche Vereinfachung der

mechanischen Konstrukion des Wägesystems, die besonders bei z. B.

Plattform-, Behälter- oder Bandwaagen angewendet wird.

Typ ische Appl ikationen

Behältenrvaagen Hängebahn-
waagen

Plattformwaagen

Bandwaagen



Technische Daten Modell 1250
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Elektrische Anschl üsse
+ Scnsc (llru)
+V (lrtln)

+Slnl(tt)
-V(odlrnrz)
-Scmc(brun)
-Stnd (ud8)

Alle TEDEA-Wägezellen sind in 6-Leiter-

Technik anschließbar, so dassauch bei

großen Zuleitungslängen oder auft reten-

den Temperaturdifferenzen durch Nach-

regulierung der Versorgungsspannung

exakte Messergebnisse ezielbar sind.

Selbstverständlich ist auch der Anschluss

in 4-Leiter-Technik möglich. Dazu wird

die Versorgungsspannung lediglich mit

der entsprechenden Fühlerleitung (,,Sen-

se' -Leitung) kuzgeschlossen.

Abmessungen

6-Leiier-Kabel
(geschirmt),
3 m lang

25 . r, 125 -r 25

8 x lVlS oder
8 x 5/16-18 NC
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Vishay Is One ofthe World's Largest Manufacturers ofDiscrete Semiconductors and Passive Components


